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Anmerkung zur dvnamischen Verlustleistung von CMOS- Gattern

Eine Analyse des IO- Prozessors (330 000 Transistoren, 20 000 Gatter, 1.2 pm) zeigt
dynamische Verlustleistungsprobleme auf. Als typische Lastkapazitit wird bei einem
Fanout von 3 und einem Millimeter Leitbahn in einer 1.2pm Technologie realistisch 1pF
angenommen. Der Signalhub soll mit U =5 Volt angenommen werden.

Energiebilanz am Kondensator

A

Ladung mit einem Konstantstrom I vorausgesetzt wird  Q
die Energie E in den Kondensator C gebracht:

E=fQdu=fcudu =12CcU’

zB. C=1pF, U=5V:
E = 12.5 pWs (pro Flanke)

Dynamische Scheinleistung einer Knotenkapazitit

Eine mit der Frequenz f = 1/t pro Takt zweifach geschaltete Kapazitit C (HL- und LH-
Flanke) verbraucht die Scheinleistung P

P =2E/t

2f (12CU?) = £C U?
zB. f=30MHz,C=1pF, U=35V:
P = 750 pnW (pro Knoten bei 30 MHz)
Leistung pro Megahertz Schaltfrequenz
P/MHz = 1MHz CU?/MHz
zB. C=1pF,U=5V:
P/MHz = 25pW/MHz
Bezug zur im Gatter umgesetzten Leistung
Fin von Sierra Semiconductors /1/ ausgewiesenes Gatter ND0O2D1 (2- fach NAND, 1.5pm
Technologie) setzt im Gatter bei einer Eingangskapazitit von 0.1 pF 4uW pro M. egahertz

um. Leider fehlt eine Angabe, bei welcher Lastkapazitdt dieser Wert ermittelt wurdcf
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